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Indium qalay oksidi (InSnO, ITO) Inz03-nin vo Snz03-nin bark mohlu-
ludur. Onun tarkibina 74% In, 18%Sn va 8%0 daxildir va In2.xSnx03 formulu ila
do ifads olunur. ITO-nun nazik tobaqasinin optik kegiriciliyi 80%-don ¢ox ola
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bilor. Onun torkibindoki indium atomlar1 donor tsbistine malikdir. Qalay
atomlari indium oksidinin strukturunda indium atomlarini avoz edir.

ITO- elektronika, optoelektronika va glines cevici qurgular1 da daxil
olmagla miixtslif sonaye saholorindo genis totbiqi olan soffaf kegirici oksid
(TCO) materialidir. InSnO-nun on oshamiyyatli stiinliiklorindsn biri onun
yuksok elektrik kegiriciliyidir ki, bu da indium qalay oksidi (ITO) vo fliior
gatqili qalay oksidi (FTO) kimi adi TCO materiallar ilo miiqayise edils bilar.
InSnO homginin elektromaqnit spektrinin goriinen diapazonunda yiiksak optik
kegiriciliyo malik olan soffafliga malikdir. ITO-nun ytiksok elektrik keciriciliyi,
optik soffafligl vo kimyoavi dayaniqlig1 onun genis temperatur diapazununda vo
agir iqlim sorastinds isloys bilon miixtslif cihazlarda soffaf kecirici elektrodlar
liclin mokommol material olmasini tomin edir.

Bu moruzads,“Leybold Hereaus Z550”"markali vakuum tozlandirilmasi
qurgusunda, radio-tezlikli magnetron tozlandirmasi tsulu ils siiso althiqlar:
lizorindos In;03 nazik tobago alinmasi metodikasinin islonilmosi naticolori tog-
dim edilir. Malumdur ki, ITO -nun Giinas elementlarinds (GE) istifads edilor-
kon GE-nin maksimum effektivliyini tomin edilmasi ti¢cilin ITO tabagesinds
giinas enerjisinin udulmasi1 minimal hadds olmali, yaranan fotocerayanin
itkilorinin azaltmagq ii¢lin iso GE daxili miigavimati minimal doracodo olmalidir.
Buna goro ITO hom yliksok optik soffafliga, hom do yiiksok elektrik kegiriciliyo
malik olmalidir. Bu sababdan ITO tobagolorinin vakuum kamerasinda sintezi
sirasinda Oksigenlos asqarlanmasi zamani elektrik keciriciliyi ile optik buraxil-
ma arasindaki tarazlia riayot edilmesi vacibdir. Bu mogsadls ITO tebagale-
rinin elektrik kegiriciliyinin (o) 200- 800 nm optik diapazonunda optik
buraxma (T%) spektrlorinin ( Sokil 1) vo rentgen difraksiyasinin spektrlorinin
vakuum tozlanma kamerasindaki O; vo Ar-nun parsial tozyiglerindon, altligin
temperaturundan, tozlandirmadan sonra hava, argon, azot kimi miixtslif qaz
miihiitlorinds 200°C, 400 °C va 500 °C temperaturlarinda termiki islonma so-
raitindon asilili1 tadqiq edilmis, o -nin vo buraxmanin maksimum qiymatlorini

(80%) tomin eds bilon optimal sortlor miisyysn edilmisdir.
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Sak. 1. ITO tsbagolorinin optik buraxilmasinin (T %) termiki islonmadan avvalki va
400° C da termiki islonmanin tasiri.

Alinan tabagalorde Arqonun vo oksigenin qaz qarisiginda oksigen payinin

artmasi ils keciriciliyin azalmas1 musahido olunmusdur va onun sobabi izah
edilir. Bels ki, bu azalmanin In,03:Sn-da akseptor tipli Sn vakansiyalarinin for-
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malasmasi1 naticasinds ylik dasiyicilarinin konsentrasiyasinin va yiiriikliiyiin
azalmasi ils slagadar oldugu gostorilmisdir.
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